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Inventia se referd la tehnologia semiconductorilor si poate fi utilizata, in special, in convertoarele fotovoltaice.

Este cunoscut procedeul de preparare a structurilor p*InP-p InP-n*CdS in flux de hidrogen, unde in calitate de
substraturi la structura p*InP-p InP-n*CdS au fost folosite plachete de p*InP cu orientarea cristalografica (100), prin
metoda epitaxiei in volum deschis la temperatura de 670°C se creste structura p*InP-p’InP. Stratul nCdS a fost
crescut prin metoda volumului cuaziinchis la temperatura de 710°C. in calitate de contacte ohmice a fost folosit
indiul pentru n*CdS si aliajul Ag+5%2Zn pentru p*InP tratate termic la temperaturile de 250 si 450°C corespunzator
[1].

Dezavantajul acestui procedeu constd in aceea ci eficienta celulei fotovoltaice p*InP-p InP-n*CdS este limitata de
valoarea tensiunii de circuit deschis.

Cea mai apropiatd solutie este procedeul de crestere a stucturii p*InP-p’InP-n*CdS in flux de hidrogen, unde in
calitate de substraturi la structura p*InP-p InP-n*CdS au fost folosite plachete de p*InP cu orientarea cristalografica
(100) si dezorientarea de 3...5° in directia (110), care se degreseazi in toluen, se usucd in vapori de alcool
izopropilic, se corodeaza in metanol+5%Br,, se usucd in vapori de alcool izopropilic, se plaseaza in reactor, se
purjeaza cu hidrogen, se stabilese temperatura de 670°C si se creste stratul pInP, dupa ce acesta se corodeazd se
depune repetat. Urmeazd racirea reactorului, scoaterea izostructurii p*InP-p’InP, plasearea in alt reactor si
depunerea stratului n*CdS prin metoda volumului cuaziinchis la temperatura de 710°C. In calitate de contacte
ohmice a fost folosit indiul pentru n*CdS si Ag+5%2Zn pentru p*InP tratate termic corespunzétor la temperaturile de
250 si 450°C [2].

Dezavantajul acestui procedeu consta in aceea ca eficienta celulei solare p*InP-p’InP-n*CdS este limitata de valoarea
curentului de scurt circuit, cauzat de recombinarea purtitorilor de sarcina la suprafata structurii.

Problema pe care o rezolva prezenta inventie constd in executarea unei celule solare cu structura Ag-p*InP-p InP-
n*CdS-In-Zn0O, care ar permite majorarea eficientei celulei fotovoltaice prin majorarea curentului de scurt circuit.
Procedeul de majorare a eficientei celulelor fotovoltaice p*InP-pInP-n*CdS inlaturd dezavantajele mentionate mai
sus prin aceea ca include cresterea stratului p'InP pe un substrat, executat in forma de plachetd din p*InP cu
orientarea cristalografica (100), dezorientarea de 3...5° in directia (110) si concentratia purtatorilor de sarcina de
108 cm3, depunerea, pe partea frontald a plachetei, prin metoda volumului cuaziinchis a stratului n*CdS, depunerea
pe partea posterioard a unui contact ohmic din Ag+Zn, tratarea termicd a lui la temperatura de 450°C, depunerea
unui contact ohmic din In pe stratul din n*CdS, tratarea termicd a lui la temperatura de 250°C si depunerea prin
metoda pulverizarii, la temperatuta de 300°C, a unui strat antireflector de ZnO.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in cresterea pe structura Ag-p*InP-p InP-n*CdS-In a stratului antireflector de
ZnO, ce permite sporirea parametrilor energetici ai dispozitivului fotovoltaic obtinut.

Rezultatul tehnic obtinut este asigurat de faptul ca stratul antireflector de ZnO mareste curentul de scurt circuit
datorita micsorarii recombinarii purtatorilor de sarcina la suprafata structurii.

Exemplu de realizare a procedeului

Procedeul de crestere a structurilor Ag-p*InP-p InP-n*CdS-In-ZnO consta in prelucrarea in toluen si alcool
izopropilic a unui substrat din p*InP cu orientarea cristalografica (100), dezorientarea de 3..5° in directia (110) si
concentratia purtitorilor de sarcinid 10'® cm apoi corodarea in solutie de 5%Br; in metanol si spalarea in alcool
izopropilic, uscarea in vaporii acestuia si plasarea in reactor pe un suport din cuart. Apoi reactorul se purjeazi cu
hidrogen timp de o or3, se stabileste temperatura de crestere de 670°C, se corodeazi in gaz la aceeasi temperatura, se
creste stratul pilnP, se corodeaza acest strat, Se creste repetat, se stopeaza alimentarea cuptorului, se scoate din
reactor izostructura p-p*InP, se introduce in alt reactor pentru depunerea prin metoda volumului cuaziinchis a
stratului n*CdS la temperatura de 710°C. Se depune contactul ohmic din aliajul Ag+5%2Zn pe substratul p*InP si se
trateazd termic la temperatura de 450°C, se depune contactul ochmic din In pe stratul frontal n*CdS, se trateaza
termic la temperatura de 250°C si prin metoda pulverizarii la temperatura de 300°C se depune stratul antireflector de
Zn0.



